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The heterojunctions of .ZnSe/ZnTe have been principally pr'epargd by

two method:

a) Liquid phase epitaxy,

b) Evaporation of ZnSe thin film on ZnTe single crystal, In this pa-
per we deacribe a new method of prepsration of this heterojunciion
in which Sb doped 3rTe is deposited by a multi-source apparatus on
énSe si.ngle.cryml. |

e report the electrical and optical behaviousof this heterojunc-

tion.
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N Lu hcundunturu de use/ZnTe han sido pmparaddn Iundmental-
.' mh pnr dou Iat.odua

A} un.w.n per fase 1iquida

b h) Braperacién de una capa delgada de ZnSe, sebre monocristal de
S Zn'rs.

Th o presente t.ra-blan 3e. pmpam eét.n hetero:;unwrl anporando
\IM m da Zn‘!'es 3b sobre monocr!ahl de z:ﬂe por el nét.ode do

mj.ss tuenbes. :
- 3e repartan las propiedadea Gpt.j.ca.s ¥ el.‘ctrieas de estas hetero

. INTRODUCGION

El ZnSe y ZnTe son semicenductorss con Wgap" directo de 2.6 y
2.2 oV respectivamente 1o que hace estes materiales muy interesantes

pars la construccion de dispositives emisores de lusz.

. Deaafort.unadament.e el ZnSe sdlo se pueds constralr tipe n mien-
t-ras que el ZnTe solo tipo Ps por lo que resulta imposible hacer
.'.hmojunt,uras con talee materiales, Por eata razén se han realizado
"‘ﬁ'loa 'i_ntenbos [1 - 5] de cons truir hetersjunturas de ZnSe/
ZiTe con el fin de ebtener dispositivas eficientes en la emisién

dnla luz.
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ANALISTS. EXPERIMERTAL 'Y HESULTADOS.

Principalmente se han usade dos métodos:

Epitaxial por fase 1iyuida El al la ¥ evaperacidn de une cepa
delgada de ZnSe sebre un monecristal de ZnTe [5]_.- ‘Bn sste. trabaje
se describe un nueve mitodo de preparar esta heterojunturs el cual
censiste en evaporar por sl matedo de varias fuentes ZnTes Sb sobre
monocristales d= ZnSe. El sustrate de_' ZnSe fue obtenide per el mé_t.:
de de Bridgman a altas presiones. Luego se certd paralele &l plane

eristalogrifice (111).

+~Después les cristeles se purlficaron en Zinc fundide por el méte
" de de Aven y Weedbury [e].

Antes de pasar les cristales & la cémara de vacle se reslizd un
pulide mecénice y luego un at.lqun quimice em una selucién caliont.e
al 50% de. Nnon '

La resistividad y mevilidad de eatos cristales es de 10‘1 -y

S X 1‘.‘)2 v’l -1 respectivamente.

les contactos éhmices ssbre el ZnSe se hicleron per aleacién de

una geta de Indio en atmbsfera de N, ¥ Hz

‘hO

“":"-hu--,_uen_h_ﬁ ;e midié_qon un moniur_ de ciarzoy la W" aura con

termopu‘u de i’f./Ptﬂh cenectados Y controles de temperataras.-

E#’mtrah semt\waam M&ﬁtﬁﬁ de 250’0 L relac'iin
'}nvhporleﬁn ont.ro ol Iny. ‘1‘. fue aa 2y nl r;i.vel ae inparezas S
se mantuve G un 2% eon renpect.o al ﬂujo t.ot.a]. de Zn + Te. Be estn o
fom se ebtuvlercn capas de t.i_.p- con una resistividad entre 1071
o 4 1072 q, ce. Ias centactos $hmices sobre el ZnTe se realizaren per

" ‘avaporacién de ore en alie vacie,

I#s espectres de absorcién de tales capas indican que eI.ZnTe cre
cide tiens una energla de banda prehibida de 2.2 eV muy cerca del

: valor sbtenide per menccristales.

i@s caracteristicas I-V de las hetersjunturas obtenidas por el mé
todo anteriermente descrito se presentan en la figural, en dichas

caracteristicas se puede apreciar un facter de rect.ii"icacién de lod.

Varias caracterlsticas I-V se han realizade teniendo 1a temperatu
re come pardmetro en el rango de 300 X a 77 K. .

De las curvas obtenidas, s= observa ques

| ) La pendiente de la curva I vs V se mantiene constante, indepen

disnte ds la temperatura.
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‘i‘uncién l VOJ.t.a;}e itwerso se _

erecida §'or'e1 métedo epitaxial de fase liquida. h“hiterijunﬁﬁra se expuso & la liz solﬁr ds aﬂréxniéMnte 70
o -ﬁflen ¥ Se middd un foteveltaje a circuits’ ‘wbierto dé 0.1;57
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.- Del astudie realizade en C{f) se encontrd una déﬁe;ﬂ'enéia da c

'ffé'tm la frecoencia tipica de las heterojunturas cen gran éantidad

"/ de estadés de interfase fig. li. Esto se puede explicaz'por él'}.:ip-.' ; . ,;,z s ey 0 e

Ly 1“5_
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' t;‘iebsncia exturna de esta: h-m-,juntura o8 del p&en de _

"35‘ mm. a 1a t.emperat.ura de nit.rogeno liquido. .

y Eato as debide probahlemente, & la. alta densidad de estm da
int.erfase debide al nlt.o deaacople entre les parametros ret.ieula-

res,

abrupta. ) ' i . ’ 3
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Lﬁs hetero_‘]unt-uras pz'eparadas por. eruporacion al vaolﬂ dcsde va- '

riaa i‘uentea de 'Zn, Te y Sb. ceme inpurozas sobre monocriskalaae de
Zn‘ie presersban caracterist.ieas eléct.ricas ¥ Spticus smilares &

e .-quellas ebtenidas por cpit.axla en fase J..'Lquidn. - ‘}f ¢
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